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ВСТУП 

Роль електронних компонентів у сучасній науці і техніці важко переоці-
нити. Вони справедливо вважаються каталізатором науково-технічного про-
гресу. Без них неможливі ні успіхи в освоєнні космосу й океанських глибин, 
ні розвиток атомної енергетики й обчислювальної техніки, ні автоматизація 
виробництва, ні радіомовлення і телебачення, ні вивчення живих організмів. 
Мікроелектроніка, наноелектроніка як чергові історично обумовлені етапи 
розвитку електроніки забезпечують принципово нові шляхи розв’язання на-
зрілих задач у всіх перерахованих галузях. 

Електроніка – це галузь науки, техніки і виробництва, що охоплює до-
слідження і розробку електронних приладів і принципів їхнього використан-
ня. 

Мікроелектроніка – це розділ електроніки, що охоплює дослідження і 
розробку певного типу електронних приладів – інтегральних мікросхем – і 
принципів їхнього застосування. 

Наноелектроніка – галузь електроніки, що займається розробкою фізи-
чних і технологічних основ створення інтегральних електронних схем із 
характерними топологічними розмірами елементів менше 100 нанометрів. 
Термін “наноелектроніка” логічно пов'язаний з терміном мікроелектроніка 
і відображає перехід сучасної напівпровідникової електроніки від елемен-
тів із характерним розміром в мікронній та субмікронній зонах до елемен-
тів із розміром у нанометровій зоні. Проте, принципово нова особливість 
наноелектроніки пов'язана з тим, що для елементів таких розмірів почина-
ють переважати квантові ефекти. З'являється нова номенклатура властиво-
стей, відкриваються нові привабливі перспективи їх використання. Якщо 
при переході від мікро- до наноелектроніки квантові ефекти в чомусь є па-
разитними, (наприклад, роботі класичного транзистора при зменшенні ро-
змірів починає заважати тунелювання носіїв заряду), то електроніка, що 
використовує квантові ефекти, – це вже основа нової, так званої наногете-
роструктурної електроніки. Водночас, наноелектроніка поки що – електро-
ніка майбутнього. 

Інтегральна мікросхема (чи просто інтегральна схема) є сукупністю декі-
лькох взаємозв’язаних компонентів (транзисторів, діодів, конденсаторів, 
резисторів і т. п.), виготовленою в єдиному технологічному циклі (тобто од-
ночасно), на тій самій несучій конструкції – підкладці, що виконує задану 
функцію перетворення інформації. 

Компоненти, що входять до складу ІС і тим самим не можуть бути виді-
лені з неї як самостійні вироби, називаються елементами ІС чи інтегральни-
ми елементами. Вони мають деякі особливості порівняно зі «звичайними» 
транзисторами, резисторами і т. д., що виготовляються у вигляді конструкти-
вно відокремлених одиниць і з'єднуються у схему шляхом паяння. На відмі-
ну від інтегральних елементів конструктивно відокремлені прилади і деталі, 
властиві для «домікроелектронної епохи», будемо називати дискретними 
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компонентами, а електронні вузли і блоки, побудовані на їхній основі, – дис-
кретними схемами. 

В основу розвитку електроніки покладено безупинне ускладнення фун-
кцій, виконуваних електронною апаратурою. На певних етапах стає немож-
ливим розв’язувати нові задачі старими засобами, як кажуть, на основі ста-
рої елементної бази, наприклад, за допомогою електронних ламп чи дис-
кретних транзисторів. Основними чинниками, що лежать в основі зміни 
елементної бази, є: надійність, габарити і маса, вартість і потужність. Прос-
тий (хоча і нестрогий) розрахунок ілюструє причини переходу від дискрет-
них транзисторів до етапу мікроелектроніки. Розв’язання багатьох поставле-
них задач тільки засобами дискретної транзисторної техніки є неможливим. 
Їх можна розв’язати тільки на якісно новій основі, використовуючи таку 
елементну базу, що забезпечила б на кілька порядків меншу ймовірність ві-
дмови, вартість, габарити і т. п. Саме такою елементною базою і є інтегральні 
схеми. 

Вважають, що мікроелектроніка як галузь науки і техніки ні в якому ра-
зі не зводиться до технології ІС. Вона інтегрує в собі три рівнозначні ас-
пекти: фізичний, технологічний і схемотехнічний. Знання цих трьох аспектів 
мікроелектроніки дозволяє розробнику пристроїв або систем комп’ютерної 
інженерії гнучко оцінювати як нові варіанти елементної бази чи бази схем-
них рішень (з погляду їхньої технологічної реалізації), так і нові варіанти те-
хнологічних процесів (з погляду їхньої придатності для реалізації цих елеме-
нтів і цих схем).  

Залежно від режиму, в якому функціонує активний елемент (БТ, ПТ чи 
діоди) всі електронні пристрої можна поділити на аналогові та цифрові. Са-
ме тому детальніше варто зупинитися на режимах роботи активних елемен-
тів. Так, зокрема, режим малого сигналу – це такий режим, при якому рівні 
приростів вхідних і вихідних напруг (струмів) електронних компонентів є 
настільки малими, що практично не викликають змінення параметрів схем 
заміщення, або ці зміни є незначними (одиниці відсотків). Режим великого 
сигналу – це такий режим, при якому рівні приростів вхідних і вихідних на-
пруг (струмів) є такими, що можуть викликати істотні зміни параметрів схем 
заміщення (у декілька разів). Перші два режими використовуються в анало-
говій і аналого-цифровій схемотехніці. Ключовий режим – це такий, при 
якому рівні приростів вхідних і вихідних напруг (струмів) викликають кар-
динальні зміни станів активних елементів: відкритий–закритий, а параметри 
схем заміщення змінюються на декілька порядків. У першу чергу це стосу-
ється опорів і переходів біполярних транзисторів або каналів польових тран-
зисторів. Ключовий режим роботи електронних компонентів використову-
ється переважно у цифровій схемотехніці. Вищевказані аспекти будуть дета-
льно розглядатися в міру аналізу характеристик і параметрів компонентів. 
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